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前　　言

　　本标准修改采用ＳＥＭＩＭＦ８４１１０５《硅片电阻率测定四探针法》和ＳＥＭＩＭＦ３９７１１０６《硅棒电阻

率测定两探针法》。

本标准与ＳＥＭＩＭＦ８４１１０５和ＳＥＭＩＭＦ３９７１１０６相比，主要变化如下：

———中厚度修正系数Ｆ（犠／犛）表格范围增加；

———按中文格式分直排四探针法、直流两探针法进行编排。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５５１—１９９５《硅、锗单晶电阻率测定直流两探针法》和ＧＢ／Ｔ１５５２—１９９５《硅、锗

单晶电阻率测定直排四探针法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５５１—１９９５和ＧＢ／Ｔ１５５２—１９９５相比，主要有如下变化：

———删除了锗单晶测定的相关内容；

———用文字描述代替了原标准ＧＢ／Ｔ１５５１—１９９５和ＧＢ／Ｔ１５５２—１９９５中的若干记录测试数据的

表格；

———修改了直排四探针法中计算公式；

———补充了干扰因素。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研

究所。

本标准主要起草人：李静、何秀坤、张继荣、段曙光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５５２—１９７９、ＧＢ１５５１—１９７９、ＧＢ５２５１—１９８５、ＧＢ５２５３—１９８５、ＧＢ６６１５—１９８６；

———ＧＢ／Ｔ１５５１—１９９５、ＧＢ／Ｔ１５５２—１９９５。
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硅单晶电阻率测定方法

方法１　直排四探针法

１　范围

本方法规定了用直排四探针法测量硅单晶电阻率的方法。

本方法适用于测量试样厚度和从试样边缘与任一探针端点的最近距离二者均大于探针间距的４倍

的硅单晶体电阻率以及测量直径大于探针间距１０倍、厚度小于探针间距４倍的硅单晶圆片的电阻率。

本方法可测定的硅单晶电阻率范围为１×１０－３Ω·ｃｍ～３×１０
３
Ω·ｃｍ。

２　环境要求

环境温度为２３℃±１℃，相对湿度不大于６５％。

３　干扰因素

３．１　光照可能严重影响观察电阻率，特别是近似本征材料。因此，所有测试应在暗室进行，除非是待测

样品对周围的光不敏感。

３．２　当仪器放置在高频干扰源附近时，测试回路中会引入虚假电流。因此仪器要有电磁屏蔽。

３．３　试样中电场强度不能过大，以避免少数载流子注入。如果使用的电流适当，则用该电流的两倍或

一半时，引起电阻率的变化应小于０．５％。

３．４　由于电阻率受温度影响，一般测试适用温度为２３℃±１℃。

３．５　对于厚度对测试的影响，仲裁测量要求厚度按本方法的６．３规定测量，一般测量用户可以根据实

际需要确定厚度的要求偏差。

３．６　由于探针压力对测量结果有影响，测量时应选择合适的探针压力。

３．７　仲裁测量时选择探针间距为１．５９ｍｍ，非仲裁测量可选择其他探针间距。

４　方法提要

排列成一直线的四根探针垂直地压在距离边缘６ｍｍ以上的平坦试样表面上，将直流电流犐在两

外探针间通入试样，测量内侧两探针间所产生的电势差犞，根据测得的电流和电势差值，按式（１）计算电

阻率。对圆片试样还应根据几何修正因子进行计算。测量示意图见图１。

ρ＝２π犛
犞
犐

……………………（１）

　　式中：

ρ———电阻率，单位为欧姆厘米（Ω·ｃｍ）；

犞———测得的电势差，单位为毫伏（ｍＶ）；

犐———通入的电流，单位为毫安（ｍＡ）；

犛———探针间距，单位为厘米（ｃｍ）。
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